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다양한 금속기판 위 탄소나노튜브의 성장

Growth of carbon nanotubes on various metal substrates
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초 록 : 탄소나노튜브(carbon nanotube, CNT)는 우수한 전기적, 화학적, 기계적 성질과 큰 비표면적의 구조적인 
특성에 기인하여 전자방출원, 수직 소자에서의 interconnection, 에너지 저장 소자에서의 전극재료 및 고감도센
서 등 다양한 분야로의 응용이 예상되고 있다 [1]. 본 연구에서는 이러한 응용을 위한 계면제어 측면제어 측면
에서, 고전도성을 확보하기 위하여 금속 기판 위에 수직배향 탄소나노튜브(VCNT)를 직접 성장시키고자 하였다. 

1. 서론

  CNT의 응용분야를 확대시키는 방법으로 금속 기판위에 CNT를 직접 성장시킴으로써 CNT/기판의 계면에서 
높은 전도성 및 기계적 접착강도를 확보하는 방법이 대두되고 있다 [2]. 본 연구에서는 상기 목적을 연구배경으
로 하여, 시판하는 Cu, SUS 316L, Inconel 600을 대상으로 CNT의 직접 성장을 도모하였다. 

2. 본론

   CNT의 합성은 열 CVD 장비를 통하여 이루어졌으며, 원료가스로는 아세틸렌을 촉매와 완충층으로는 Fe와 
Al2O3를 이용하였다. 최적화 된 합성공정을 Table 1.에 나타내었고, 촉매와 완충층의 두께는 1nm-Fe와 
10nm-Al2O3로 최적화 되었다. Cu 기판과 비교 대상인 Si 산화막 위의 성장결과를 Fig. 1에 나타내었다. 두 조건
에서 성장시킨 CNT를 비교했을 때 거의 유사한 성장결과를 얻을 수 있었다. SUS 316L과 Inconel 600의 경우는 
촉매와 완충층의 사용없이 CNT를 직접 성장시키는 것이 가능하였으며, 그 결과를 Fig. 2에 나타내었다. 

Process condition

Annealing Ar and H2 750℃ for 15min

Growth C2H2, Ar and H2 750℃ for 15min

Table 1. Process parameters for CNT growth

Fig. 1. (a) VCNT grown on Cu and (b) SiO2 Fig. 2. CNT on (a) SUS 316L and (b) Inconel 600

3. 결론

   금속기판의 종류와 촉매, 완충층의 유무 및 두께에 따른 CNT의 성장결과를 조사하였다. 철촉매 및 알루미나 
완충층의 두께를 변화시켜 Cu기판 위에 VCNT의 성장 조건을 최적화하였다. SUS 316L 및 Inconel 600등 다른 
금속기판에서는 촉매와 완충층의 이용없이 탄소나노튜브를 성장시킬 수 있었다. 금속내 함유 된 Ni, Fe, Mo등
의 원소가 CNT 합성을 위한 촉매역할을 한 것으로 사료된다. 본 연구의 결과는 계면에서의 높은 전기전도도 
및 기계적 접합강도가 요구되는 CNT의 응용분야에 응용이 가능할 것으로 예상된다.
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